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ワイドギャップ半導体 β-Ga2O3は次世代パワーデバイスの材料として注目されている。しかし，

β-Ga2O3で p 型伝導を実現することはきわめて困難である。そのため，NiO のような p 型伝導を示

す物質をヘテロエピタキシャル成長させてバンドアラインメントを探ることは β-Ga2O3 を用いた

デバイス実現への重要なアプローチとなる。欠陥フリーな界面を持つデバイスを作製するために

は，β-Ga2O3の表面構造と成長初期過程を理解し制御することが不可欠である。本研究では，立方

晶(111)面や六方晶(0001)面の成長に好適であることが期待される β-Ga2O3(2̄01)面の上に NiO を成

長させ，主に走査プローブ顕微鏡（SPM）を用いた成長膜のモルフォロジー観察と物性測定を行

った。 

Sn ドープ β-Ga2O3 (2̄01)ウエハをカットし，洗浄後，大気中にて 400 ºC で 10 h アニールした。

アニール後の試料表面にミスト CVD 法により NiO を成長させた。成長前後の試料について，大

気中での原子間力顕微鏡（AFM）および超高真空中（ベース圧力 < 5 × 10–8 Pa）での走査トンネ

ル顕微鏡（STM）観察を行った。超高真空中の観察では，試料は観察前に脱ガスと短時間の加熱

による追加のクリーニングを行った。 

Fig. 1(a)に NiO 成長前の β-Ga2O3(2̄

01)面の AFM 像を示す。大気中 400 ºC

で 10 h でアニールした試料はいずれ

も下のグラフのようなステップとテ

ラスを示し，電気伝導性を保持した

まま平坦な表面となっていることが

確かめられた。NiO 成長を行うと，

その初期において，Fig. 1(b)に示すよ

うに，幅約 10 nm，高さ 1 nm 未満の

アイランドが形成されることがわか

っ た 。 こ の ア イ ラ ン ド の 幅 は

NiO(111)と β-Ga2O3(2̄01)の格子ミス

フィットを反映していると考えられ

る。 

Fig. 1  AFM images of β-Ga2O3(2̄01) surface (a) before and 
(b) after NiO deposition (thickness: nominally 0.75 nm). 
Lower panels: cross sectional profiles along the lines AB in 
each image. 
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